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(57) Abstract: The invention relates to a piezoelectric-on-insulator (POI) substrate (100) comprising a supporting substrate (102)
having a first acoustic impedance; a piezoelectric layer (104), in particular made of lithium tantalate, lithium niobate, aluminium nitride,
lead zirconate titanate, langasite or langatate; a dielectric layer (110) having a second acoustic impedance and sandwiched between
the piezoelectric layer (104) and the supporting substrate (102); and an intermediate layer (106) positioned between the supporting
substrate (102) and the dielectric layer (110), characterised in that the intermediate layer (106) is a layer with a variable composition,
in particular along its thickness, such that the acoustic impedance of the intermediate layer varies, in particular gradually, between the
values of the first and second acoustic impedances. The invention also relates to a method for producing such a POI substrate and to
a surface acoustic wave device comprising such a POI substrate.

(57) Abrégé : L'invention concerne un substrat piézoélectrique sur isolant (ROI) (100) comprenant un substrat support (102) ayant une
premiere impédance acoustique, une couche piézoélectrique (104), en particulier de tantalate de lithium, de niobate de lithium, de nitrure
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d'aluminium, de titano-zirconate de plomb, de langasite ou de langatate, une couche diélectrique (110) ayant une deuxieme impédance
acoustique et positionnée en sandwich entre la couche piézoélectrique (104) et le substrat support (102), et une couche intermédiaire
(106) positionnée entre le substrat support (102) et la couche diélectrique (110), caractérisé en ce que la couche intermédiaire (106)
est une couche avec une composition variable, en particulier le long de son épaisseur, de telle mani¢re que l'impédance acoustique
de la couche intermédiaire varie, en particulier de maniére graduelle, entre les valeurs de la premiére et de la deuxiéme impédance
acoustique. L'invention concerne aussi un procédé de fabrication d'un tel substrat ROI ainsi qu'un dispositif a ondes acoustiques de
surface comprenant un tel substrat POL




